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Charakterisierung von Ge p-i-n
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Detektoren unter hoher optischer Bestrahlung
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Das gegenwartig fiir die Silizium-Mikroelektronik genutzte System zur elektri-
schen Verschaltung der Transistoren/Bauelemente, bestehend aus Kupferleiter-
bahnen und SiO, als , Inter Metal Dielectric” (IMD), kann den zukiinftigen Anfor-
derungen allein nicht mehr gerecht werden. Ein Losungsansatz zur Beherrschung
solcher Probleme in elektronischen Schaltungen ist die Verknlpfung elektroni-
scher und optischer Signalverarbeitung auf einem Chip. Fir eine optische Daten-
Ubertragung auf einem Silizium-Chip werden verschiedene aktive und passive
optische Bauelemente bendétigt. Das Grundmaterial der heutigen Mikroelek-
tronik Silizium stellt fir eine optische Wellenleitung hinreichend grofe
Brechungsindexspriinge zur Verfiigung. Fir die monolithische Integration der
aktiven optischen Bauelemente auf Silizium bieten sich die Materialien der IV.
Hauptgruppe an, so dass man von der sogenannten ,Gruppe-IV-Photonik”
spricht. Ein typisches aktives Bauelement ist der integrierte Germanium p-i-n
Detektor (siehe Abbildung), der am Institut hergestellt wird.

Optisches Fenster Im Rahmen dieser Bachelorarbeit
* Signalkentakt  ¢i|jan  solche Germanium-Detek-
4"/ toren elektrisch und optisch cha-
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vergrabener  rakterisiert werden. Dafiir stehen
Kontakt  spezielle ,On-Wafer“-Messplatze
zur Verfligung. Die optische Cha-
rakterisierung erfolgt mit einer Su-
perkontinuum Lichtquelle, die
einen breiten  Spektralbereich
Abbildung: Integrierter Germanium p-i-n Detektor (650 nm bis 1700 nm) besitzt. Mit
fur den vertikalen Lichteinfall Hilfe von speziellen Filtern lasst
sich dieses Licht spektral zerlegen.

AnschlieBend wird es liber eine Glasfaser in den Detektor eingekoppelt.
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Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Abhangigkeit der optischen Empfind-
lichkeit des p-i-n Photodetektors von der eingestrahlten Leistung.

Vorkenntnisse im Bereich der Halbleitertechnik sind erwiinscht.
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